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[はじめに] AlGaN/GaNデバイスは GaNのもつ高耐圧に加えて 2次元電子ガスの高い移動度か

ら低損失の電力変換素子の実現が期待されている。電流コラプスや信頼性等の課題が山積してい

るが、その中の一つとしてしきい値(Vth)の制御技術が必要とされている。AlGaN 層の recess 構造

[1]、F イオンの注入[2]、絶縁膜への固定電荷の蓄積[3]等、様々な Vthの制御方法が報告されてい

る。一方、ゲートリーク電流抑制にゲート絶縁膜を導入する研究も始まっているが[4]、Vthを更に

負にシフトする課題を有している。今回、ゲート絶縁膜として La2O3 を用いた場合、熱処理温度

によって Vthを含む電気特性が変化することが分かったので、報告する。 

[実験方法] Al0.25Ga0.75N(26nm)/GaN(1.3m)に対して素子分離を行い、Ti 電極を用いた Ohmic

コンタクトを形成、ゲート絶縁膜となる 6nmの La2O3を電子線蒸着で形成し、Wをゲート電極と

して形成した。その後、熱処理温度を変化させ、トランジスタ特性の測定を行った。比較のため

に Schottkyゲート構造のトランジスタも作製し測定を行った。 

[結果] Fig. 1 に Vthの熱処理温度依存性を示す。Schottky ゲート構造と比較して La2O3膜では

400
o
C の熱処理で正方向にシフトすることが分かる。Fig. 2 にドレイン電圧が 50mV の際の

transconductanceのピーク値の熱処理温度依存性について示した。高温の熱処理で La2O3 膜を用い

たトランジスタで高い値が得られることが分かった。 
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Fig. 1 Vth on annealing temperature with 
6-nm-thick La2O3. 

Fig. 2 Peak transconductance on annealing 
temperature with 6-nm-thick La2O3 
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